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实现高速沉积对于薄膜微晶硅太阳电池产业化降低成本是一个重要手段 )采用超高频等离子体增强化学气相
沉积（*+,-./0*1）技术，实现了微晶硅硅薄膜的高速沉积，并通过改变气体总流量改变气体滞留时间，考察了气体
滞留时间在化学气相沉积（0*1）过程中对薄膜的生长速率以及光电特性和结构特性的影响 )采用沉积速率达到 $%
234的高速微晶硅工艺制备微晶硅电池，电池效率达到了 (5!6 )
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!国家重点基础研究发展计划（8#!）项目（批准号：%""&09%"%&"%，%""&09%"%&"!）资助的课题 )

$ 5 引 言

社会的发展与人类的进步都是和能源与环境息

息相关的 )近年来，具有环保优势的光伏事业作为众
多能源产业中的一支新生力量，日益受到社会各界

的普遍关注［$—’］，而薄膜微晶硅太阳电池又以其低

成本和高稳定性引来国内外各研究单位的青

睐［8—$(］)文献［$&］认为：!:-;<：+ 薄膜太阳电池将成
为未来光伏应用的主流 )然而目前困扰微晶硅薄膜
太阳电池产业化的一个难点仍然是成本问题 )毋庸
置疑，提高生长速率对于微晶硅薄膜光伏电池生产

成本的降低是至关重要的［$#—%$］)本文采用超高频
（*+,）技术，实现了微晶硅薄膜的高速沉积，并通过
改变气体总流量改变气体滞留时间，考察了气体滞

留时间在 0*1过程中对薄膜的生长速率的影响以
及对薄膜电学特性的影响 )

% 5 实 验

本文所采用的设备是多功能 0=>4?@A沉积系统，
系统结构示意图如图 $所示 )本文采用的 *+,频率
均为 #" B+C，气压 %"" .D，功率密度 "5( E3:F% )材料
的衬底为用浓度 (6的 +, 水溶液腐蚀成绒面的

:GAH<HI J #"(8玻璃，电池的衬底选用的方块电阻为
$&"左右的 ;HK% 3LHK复合膜 )
本文中拉曼测试采用的是 B<:AG-MDFDH 4:GN@

BOP %"""型拉曼测试仪，采用波长为 &!! HF的 +@-
Q@激光器 )测试 RM1的设备是 M<IDS> 13 FDT%(""，
使用波长为 "5$(! HF的 0>!#射线 )光学吸收谱和

!"积是在本单位自组建光学平台测试系统中测
试的 )

图 $ *+,-./0*1腔室结构示意图

!5 实验结果和讨论

与气体滞留时间的相关的参数有电极间距、气
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